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Semicondutores
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Introducao

Sdo condutores elétricos cuja condutividade elétrica aumenta com o aumento da
temperatura. Em geral, sdo constituidos por Silicio ou Germanio, dopados com elementos da
familia 13 ou 15.

O processo de dopagem consiste em substituirmos dtomos do elemento formador do
reticulo por atomos cujo tamanho seja aproximadamente o mesmo. No caso do Silicio ou do
Germanio, é comum dopa-los com elementos da familia 13 ou 15 a fim de obterem-se
semicondutores do tipo p ou n, respectivamente. No processo de dopagem, a estrutura do
cristal permanece inalterada.

Ao contrario do que se dd com os metais, um aumento de temperatura acarreta num
aumento da condutividade do material. Isso se da devido a existéncia de mais elétrons com
energia suficiente para alcangarem a banda livre de conduc¢do (abordaremos melhor esse
tdpico na segdo “Semiconducdo e a teoria do orbital molecular”).
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Figura comparativa entre a resisténcia especifica de alguns materiais.
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Semicondutor do tipo p:

Ao doparmos o Silicio, por exemplo, com um elemento da familia 13, por exemplo, o
Gdlio, estamos fazendo com que haja pontos no reticulo onde um atomo de Silicio esteja
realizando apenas trés ligacdes, o que lhe confere uma carga formal positiva. Entre o atomo de
Gdlio e o de Silicio que faz apenas trés ligacdes dizemos que existe um buraco (ver figura).

worearencre

i, @ e
INDID '. . .
1

® ® o

..@..@..@..

A existéncia desse buraco faz com que ao aplicarmos uma d.d.p. a corrente elétrica
flua através do cristal. E como se os buracos fossem se movimentando ao longo do cristal para
poder dar ‘passagem’ aos elétrons, gerando assim condutividade elétrica.
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MOVIMENTO DAS LACUNAS

l+

MOVIMENTO DOS ELETRONS

Representagdo esquemdtica do movimento dos elétrons e das lacunas, quando submetido a uma d.d.p.
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Semicondutor do tipo n:

Ao doparmos o Silicio, por exemplo, com um elemento da familia 15, por exemplo, o
Fosforo, estamos inserindo no reticulo um atomo com mais elétrons do que o necessario (cada
Silicio sé realiza quatro liga¢Oes, portanto, em cada fosforo teremos um elétron livre, que
podera servir como portador de carga ao submetermos nosso semicondutor a uma d.d.p.
externa).
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Semicondutor do tipo n-p ou p-n:
E o resultado da associacdo de um semicondutor do tipo p com semicondutor do tipo

n. Possuem a propriedade de sé permitirem a passagem de corrente em um Unico sentido.
Sao, portanto, utilizados como diodos e transistores.

Quando a d.d.p. aplicada apresenta a mesma orientagdo do semicondutor, isto é,
quando a parte negativa do semicondutor estd ligada ao pdlo negativo da bateria e a parte
positiva ao pdlo positivo da bateria, a corrente flui normalmente pelo circuito.

Porém, quando a orienta¢do da d.d.p. e a do semicondutor sdo contrarias, ndo ha fluxo
de corrente no circuito. E como se o os buracos positivos fossem atraidos pela placa positiva
da bateria e os elétrons livres fossem atraidos pela placa positiva, de modo que ndo ha mais
portadores de carga (eles ficam presos nas placas) e, dessa forma, ndo ha fluxo de corrente.

Semiconducao e a Teoria do Orbital Molecular:

Ha dois tipos possiveis de semicondutores: extrinsecos e os intrinsecos.

a) Semicondutores extrinsecos:
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b) Semicondutores intrinsecos:
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Em breve estarei atualizando este material com uma interpretacdo para o fenbmeno da
semiconducdo, vista através da teoria do orbital molecular.
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